yerwendung:  Germanium-pnp-Niederire-
quenz-Transistor fiir Treiberstufen und Ge-
gentakt-B-Verstdrker kleiner Leistung bei

Umgebungstemperaturen ¥, von =25°C

bis 165 °C

———

standard: TGL 200-8393

Abmessungen: Bauform A 3/25b,
TGL 11 811

Masse ~ 0,8 g

Zubehorteile sieche Seite 10

Zuldssige Hochstwerte

fiir ¥fa = 45°C

-UcBo = 25V -lc = 250mA
_UsBo = 10V -B = 50mA
-UCER = 20V g = 80°C
beiRBE= 1k& Ha = 65°%C

Kennwerte flir #a = 25°C -5 grd

Warmewiderstand

_grd
Rihn = 380 W

Rini

A
&
3

i Min Typ | Max MeBbedingungen
Reststrome
-IcBo 9uA | 18 vA -Uce = 15 V
-ICER 1 100 LA -UCER = 20 V, RBE = 1 k2
-leBo | P12 pA 50 pA 7 -Ues =10V
Grenzfrequenz
fhate ' 12 kHz | | UcE = 2V, .Ic = 10 mA
Gleichstromverstarkung
! ~Uce = 0,5 V, -lc = 100 mA
Eow Stromverstarkungsgruppen
B 29 55 B
B 45 88 C
B 72 139 D
B 114 220 E
Pdrchenbedingungen
IB 1 “Uce = 6V, -lc = 20 mA
Y 0890 ! 12 -UCE = 0,5 V, -Ic = 100 mA
-Use | 0,18 Uce = 6V,-lc = 3mA
Stromverstérkungsabfall |
B1go 13 B(100) bei -lc = 100 mA
Baso ' B(eso) bei -lc = 250 mA

Bestellbeispiel fiir einen Transistor
der Verstdrkungsgruppe B

mit Kiihikorper

Transistor GC 121 B — TGL 200-8393
Kiihik5rper-Bestell-Nr. 5801—02010

Bestellbeispiel fiir Pdrchen

der Stromverstarkungsgruppe D

mit Kiihlschelle

Transistorpaar 2-GC 121D — TGL 200-8393
Kiihischelle Bestell-Nr. 5801.031-02003



Verlustleistung "in Abhéingigkeit von der
Umgebungstemperatur #a bei verschiede-
nen Al-KiihiblechgréBen von 2 mm Stdrke
(vertikale Montage, Blech ungeschwdirzt)

1 freitragend

2 mit Kiihlschelle

3, 4 und 5 Kiihlflache -

6 ideale Warmeableitung

Kollektor-Emitter-Spannung in Abhdngig-
keit vom BasisabschluBwiderstand

Mittlere Kennlinien fir #a = 25°C
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Koliektor-Reststrom als Funktion der Sperr-
schichttemperatur

———— Grenzwert
Mittelwert

Emitter-Basis-Reststrom als Funktion
der Sperrschichttemperatur
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Kollektor-Emitter-Reststrom als Funktion
der Sperrschichttemperatur
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Kollektor-Emitter-Reststrom als Funktion
der Sperrschichttemperatur

Yeer = T (W)
‘UCER =20V
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“YUeerest (mv) —

Kollektor-Emitter-Restspannung afs Funktion

des Kollektorstromes und der Gehiiuse-
temperatur
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